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Die Untersuchung der Supraleitung in zwei Dimensionen ist seit 
längerer Zeit Gegenstand des Interesses sowohl von theoretischer 
als auch experimenteller Seite. Solche Systeme werden realisiert 
in Form von wenigen Monolagen dünnen Schichten eines Supra-
leiters bis hin zu Grenzflächen zwischen zwei Festkörpern. In der 
vorliegenden Arbeit werden metallische Silber-Inseln auf einem 
supraleitenden Niob-Einkristall untersucht. Auf den Silber-Inseln 
kommt es zur Ausbildung eines zweidimensionalen Elektronen-
gases aufgrund elektronischer Oberflächenzustände. Die lokale 
Messung dieser Oberflächenzustände mittels Raster-Tunnelspekt-
roskopie erlaubt eine Abbildung der lokalen mechanischen Ver-
spannung der Silber-Inseln auf der Nanometerskala und somit eine 
Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Defekte auf die Ver-
spannung. Es wurde ausserdem untersucht, unter welchen Bedin-
gungen das zweidimensionale Elektronengas supraleitende Eigen-
schaften durch den Proximity-Effekt mit dem Niobsubstrat erhält.
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